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コアシェル型ナノワイヤは、c 軸方向に伸びる柱状結晶（n-GaN コア）由来の無転位性と n-GaN

コアの側面（無極性面）にシェル状に形成した発光層（Multiple-quantum shell : MQS）及び p-GaN

層により高性能な発光デバイスが期待できる[1]。p-GaN シェルの給電には、薄膜 ITO が使われる

報告が多いが、薄膜 ITO は、光吸収損失が大きく、発光効率低下の要因になっていた。 

本研究グループでは、p-GaN シェルの周りにトンネル接合を形成し、更に n-GaN により埋込む

ことで、低抵抗で低光吸収損失を可能にする構造（図 1）を研究している。また、本構造の発光

層を適切に配置したレーザダイオード（LD）では、周期的な利得構造により、高い光閉じ込めと

低閾値化が期待できる[2] 。図 2 に p-GaN シェルまで成長させた上面 SEM 像を示す（トンネル接

合，埋込 n-GaN 層成長前）。ナノワイヤ m 軸方向が共振器方向となるように、直方格子状に結晶

成長を実施した。レーザ発振には、MQS, p-GaN シェルの膜厚や埋込 n-GaN 層のボイド抑制等の

構造特性と、Si, Mg ドーピング等の電気特性制御が必要であり、当日、発振実現に向けた結晶成

長の検討状況について報告する。 
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図 1 MQS-LD 断面模式図 

 

図 2 上面 SEM 像 
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